
流高电压
,

其中 型硅接电源的正极
,

玻璃接电源

的负极 现在我们来分析外加高电压在这两部分

的作用情况

硅与玻璃接触部分的界面
,

在外加电压的作

用下
,

由于玻璃中的可动离子 如 。 的迁移
,

在

硅与玻璃界面的玻璃一侧的表面形成负的空间电 图 玻璃与硅片按触界面的示意图

菏层 由探针法和电容法测量表明
。 斗 漂移后空间电荷层的厚度约为几个微米 因此

在稳态时
,

电压在玻璃内的分布是不均匀的 由于在外加高电压作用下
,

玻漓中偶汲子产

生极化取向
,

故 型硅和玻藕均能导电
,

外加高电压绝大部分降落在上述几个微米的负空

间电荷层
,

相应地电场强度极高
,

并且将电能转变为热能
,

使硅与玻璃键合在一起
。

一

二一

收到 , 乡斗 一 “ 定稿

冯景星 男 , 年生
, 副教授

, 现从 书传感器教学和万川乙工作
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实验

在实验时
,

硅与玻璃的静电封接装置和方法可参阅文献
,

静电封接时
,

所选用

的玻璃热膨胀系数应与硅相近 这样当外界环境温度改变时
,

玻璃
一

与硅的交界面封接处
,

表 实 验 数 据

真空度 直流电压 玻璃光洁度 温度

℃

时间

口

结果

︸﹃“,‘,‘,‘,‘,山,‘八︸︸八”八甘八“,‘,妇,‘,‘凡‘,‘‘

弓月,月,
月,,月,

宁甲节△丫 一

义 一

一

, 又 一

一

一

封接牢固

封接牢固

封接牢固

封接牢固

不能封接

不能封接
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